ERRATA

Os autores apelam aos leitores que Ihes facam chegar correccBes, comentarios ou sugestdes
para melhorar esta e futuras edi¢es do livro “Introducdo as microtecnologias no silicio”.
Para tal, os enderecos electrénicos de ambos os autores seguem abaixo:

José Higino Correia Joéo Paulo Carmo
higino.correia@dei .uminho.pt Jcarmo@dei .uminho.pt
hag localizagdo | onde se 1é deverd ler-se / nota
VII | indice (2.9) | Di6xido Polissilicio Polissilicio
2 | Linha2 adquirem adquiram
4 | Eqg.(1.1) Eq Egap
4 | Eqg.(1.1) h é a constante de Plank
5 | Linha2 Eq Egap
Electrées na banda de condugéo Electrées na banda de condugéo
B L & Fotao absorvido o Fotao absorvido
9 Flg 16(b) Energia de B
gap indirecto, E, Quantidade de movimen~to gap indirecto, £, ,
f/}ﬁtiﬁ dada por um fonéo T/E+
Vector onda k Vector onda k
Paragrafo - | _
9 1/Linha 5 v=cE/(qn) v=cE/(gn)
11 Paragrafo e [Coulomb] é a carga do
2/Linha 2 electrdo
1 Paragrafo Je[Am?] é a densidade de
2/Linha 6 corrente de electrdes
1 Paragrafo Jn[Am?] é a densidade de
2/Linha 6 corrente de lacunas
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11 Paragrafo \]yzne,LleEex+peHhEhx+ \]yzne,LleEex+peHhEhx+
2/Linha 6 +(neue+pen)Ex +(nepe+pein)Eq=0
Paragrafo

11 Zf‘ur?ha 5 | En=-iBd(e) Enc=-J:BJ/(pe)
Paragrafo

Y1 stinha-1 | B Ex

15 | Linha 2 3s'3p° 3s%3p?

22 | Linha 2 a=2.33x10° K™, a=2.33x10° K™,

22 E?[?r?r::fg Figura 2.7 Figura 2.11

68 f’f/rfignrﬁ:’?’ Wi=2L/tg(54.749)-W, Wii=2L /tg(54.749)+W,
Paragrafo - ,

68 | |linha-1 | L2 -

69 i?li?r?rzzfg " | wafer do tipo (110) wafer do tipo [110]

78 | Linha -4 filmes fines filmes finos

81 g?li?r?rzzﬂlj corrente directa corrente continua

W W
Equagao N,y H1,CoRs (T)(Vm Vo =Vin) ov,, ”ncost(T)(Vm ~Vou =Vin)
101 (5.27) Mo 14.41,C, R (I, Ve —vth)(1+%n:) av'"llwnCOXRs(V\L/)(Vm Vo V)0 52)
_l
%/V'
R V sb V

101 Figura in in

5.9(a)

Paragrafo . .
177 5/Linha 2 Figura 5.5(a) Figura 7.5(a)
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